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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板と、前記絶縁基板の上に配置された半導体層と、前記半導体層を覆う第１絶縁
膜と、前記第１絶縁膜の上に配置されそれぞれ第１方向に延在した第１ゲート線及び第２
ゲート線と、前記第１ゲート線及び前記第２ゲート線を覆う第２絶縁膜と、前記第２絶縁
膜の上に配置され第２方向に延在し前記第１ゲート線とクロスする第１クロス部及び前記
第２ゲート線とクロスするとともに前記第１クロス部より小さい第２クロス部を有するソ
ース線と、を備えたアレイ基板と、
　前記アレイ基板に向かい合う対向基板と、
　前記アレイ基板と前記対向基板との間に保持された液晶層と、
　を備え、
　前記ソース線は、信号を入力する一端と、前記一端とは反対側の他端とを有し、
　前記第１ゲート線は、前記第２ゲート線よりも、前記ソース線の一端側に位置している
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　絶縁基板と、前記絶縁基板の上に配置された半導体層と、前記半導体層を覆う第１絶縁
膜と、前記第１絶縁膜の上に配置されそれぞれ第１方向に延在した第１補助容量線及び第
２補助容量線と、前記第１補助容量線及び前記第２補助容量線を覆う第２絶縁膜と、前記
第２絶縁膜の上に配置され第２方向に延在したソース線と、前記第１補助容量線と対向す
る第１容量電極と、第２補助容量線と対向するとともに前記第１容量電極より小さい第２
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容量電極と、を備えたアレイ基板と、
　前記アレイ基板に向かい合う対向基板と、
　前記アレイ基板と前記対向基板との間に保持された液晶層と、
　を備え、
　前記ソース線は、信号を入力する一端と、前記一端とは反対側の他端とを有し、
　前記第１補助容量線は、前記第２補助容量線よりも、前記ソース線の一端側に位置して
いることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　さらに、前記アレイ基板の前記絶縁基板と向かい合うとともに、前記ソース線の一端側
よりも他端側の輝度が高いバックライトを備えたことを特徴とする請求項１または２に記
載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液晶表示装置に係り、例えばトップゲート型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ
）を備えたアクティブマトリクスタイプの液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、軽量、薄型、低消費電力などの特徴を生かして、パーソナルコンピュ
ータなどのＯＡ機器やテレビなどの表示装置として各種分野で利用されている。近年では
、液晶表示装置は、携帯電話などの携帯端末機器や、カーナビゲーション装置、ゲーム機
などの表示装置としても利用されている。
【０００３】
　各画素にスイッチング素子としてトップゲート型の薄膜トランジスタを備えたアクティ
ブマトリクスタイプの液晶表示装置において、薄膜トランジスタは、絶縁基板の上に配置
された半導体層を備えている。バックライトからの光を選択的に透過する透過型の液晶表
示パネルにおいては、バックライトからの光が半導体層のチャネル領域に直接照射される
ため、光リークの影響が無視できない。
【０００４】
　例えば、特許文献１によれば、ボトムゲート型の薄膜トランジスタにおいて、半導体層
がゲート配線に内包された構造など、ゲート配線からはみ出す半導体層の面積を小さくす
る技術が開示されている。しかしながら、依然として、トップゲート型の薄膜トランジス
タに対する光リークの課題は解消できない。
【０００５】
　また、輝度分布が均一なバックライトによって液晶表示パネルが照明される場合、ソー
ス線に信号が入力される入力端側では、ソース線に供給される信号の波形なまりがほとん
どないため、光リークの影響がより一層顕著に出現する。例えば、ノーマリホワイトモー
ドにおいて、液晶表示パネルの画面中央に黒ウインドウ（例えば画素電位が９Ｖ）を表示
し、その周辺に中間調表示（例えば画素電位が７Ｖ）をする場合、黒ウインドウとソース
線の入力端との間の画素では、光リークの影響により、中間調の画素電位が保持し切れず
、薄膜トランジスタを介して黒ウインドウの画素に書き込む電位が書き込まれ、縦クロス
トークの問題が生じるおそれがある。
【０００６】
　このように、光リークに起因した表示品位の劣化を抑制することが要求されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－３０３９７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　この発明の目的は、光リークに起因した表示品位の劣化を抑制することが可能な液晶表
示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明の一態様によれば、
　絶縁基板と、前記絶縁基板の上に配置された半導体層と、前記半導体層を覆う第１絶縁
膜と、前記第１絶縁膜の上に配置されそれぞれ第１方向に延在した第１ゲート線及び第２
ゲート線と、前記第１ゲート線及び前記第２ゲート線を覆う第２絶縁膜と、前記第２絶縁
膜の上に配置され第２方向に延在し前記第１ゲート線とクロスする第１クロス部及び前記
第２ゲート線とクロスするとともに前記第１クロス部より小さい第２クロス部を有するソ
ース線と、を備えたアレイ基板と、
　前記アレイ基板に向かい合う対向基板と、
　前記アレイ基板と前記対向基板との間に保持された液晶層と、
　を備えたことを特徴とする液晶表示装置が提供される。
【００１０】
　この発明の他の態様によれば、
　絶縁基板と、前記絶縁基板の上に配置された半導体層と、前記半導体層を覆う第１絶縁
膜と、前記第１絶縁膜の上に配置されそれぞれ第１方向に延在した第１補助容量線及び第
２補助容量線と、前記第１補助容量線及び前記第２補助容量線を覆う第２絶縁膜と、前記
第２絶縁膜の上に配置され第２方向に延在したソース線と、前記第１補助容量線と対向す
る第１容量電極と、第２補助容量線と対向するとともに前記第１容量電極より小さい第２
容量電極と、を備えたアレイ基板と、
　前記アレイ基板に向かい合う対向基板と、
　前記アレイ基板と前記対向基板との間に保持された液晶層と、
　を備えたことを特徴とする液晶表示装置が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、光リークに起因した表示品位の劣化を抑制することが可能な液晶表
示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、この発明の一実施の形態に係る液晶表示装置の構成を概略的に示す図で
ある。
【図２】図２は、図１に示した液晶表示パネルの構造を概略的に示す断面図である。
【図３】図３は、同一ソース線の両端の画素構造の一例を概略的に示すアレイ基板の平面
図である。
【図４】図４は、同一ソース線の両端の画素構造の他の例を概略的に示すアレイ基板の平
面図である。
【図５】図５は、図２に示した液晶表示パネルと組み合わせるのに好適なバックライトの
構成例を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、この発明の一実施の形態に係る液晶表示装置について図面を参照して説明する。
ここでは、各画素がバックライトからの光を選択的に透過して画像を表示する透過型の液
晶表示装置を例に説明する。
【００１４】
　図１に示すように、液晶表示装置は、アクティブマトリクスタイプの液晶表示装置であ
って、液晶表示パネルＬＰＮを備えている。この液晶表示パネルＬＰＮは、一対の基板、
すなわち第１基板としてのアレイ基板ＡＲと、アレイ基板ＡＲに向かい合うように配置さ
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れた第２基板としての対向基板ＣＴと、を備えている。これらのアレイ基板ＡＲと対向基
板ＣＴとは、シール材ＳＥによって貼り合わせられている。また、液晶表示パネルＬＰＮ
は、アレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとの間に保持された液晶層ＬＱを備えている。
【００１５】
　このような液晶表示パネルＬＰＮは、画像を表示する表示エリアすなわちアクティブエ
リアＤＳＰを備えている。このアクティブエリアＤＳＰは、シール材ＳＥによって囲まれ
ており、ｍ×ｎ個のマトリクス状に配置された複数の画素ＰＸによって構成されている（
但し、ｍ及びｎは正の整数）。
【００１６】
　アレイ基板ＡＲは、アクティブエリアＤＳＰにおいて、第１方向（あるいは行方向）Ｈ
に沿ってそれぞれ延出したｎ本のゲート線Ｙ（Ｙ１～Ｙｎ）、各ゲート線Ｙと交差するよ
うに第２方向（あるいは列方向）Ｖに沿ってそれぞれ延出したｍ本のソース線Ｘ（Ｘ１～
Ｘｍ）、各画素ＰＸにおいてゲート線Ｙとソース線Ｘとの交差部を含む領域に配置された
ｍ×ｎ個のスイッチング素子Ｗ、各画素ＰＸに配置されそれぞれスイッチング素子Ｗに接
続されたｍ×ｎ個の画素電極ＥＰなどを備えている。
【００１７】
　また、アレイ基板ＡＲは、各画素ＰＸにおいて蓄積容量素子ＣＳを備えている。この蓄
積容量素子ＣＳは、補助容量線ＡＹ及び補助容量線ＡＹに向かい合う補助容量電極ＡＥを
有している。
【００１８】
　ゲート線Ｙ及び補助容量線ＡＹは、アクティブエリアＤＳＰにおいて交互に配置されて
いる。すなわち、ｎ本の補助容量線ＡＹは、行方向Ｈに沿って延出し、ゲート線Ｙと略平
行に配置されている。これらのゲート線Ｙ及び補助容量線ＡＹは、ソース線Ｘと略直交し
ている。このようなゲート線Ｙ及び補助容量線ＡＹ、ソース線Ｘ、は、例えばアルミニウ
ム、モリブデン、タングステン、チタンなどの低抵抗な導電材料によって形成されている
。
【００１９】
　各スイッチング素子Ｗは、例えば、ｎチャネル薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）によって構
成されている。スイッチング素子Ｗのゲート電極ＷＧは、ゲート線Ｙに電気的に接続され
ている（あるいは、ゲート電極ＷＧはゲート線Ｙと一体的に形成されている）。スイッチ
ング素子Ｗのソース電極ＷＳは、ソース線Ｘに電気的に接続されている（あるいは、ソー
ス電極ＷＳはソース線Ｘと一体に形成されている）。スイッチング素子Ｗのドレイン電極
ＷＤは、画素電極ＥＰに電気的に接続されている。
【００２０】
　画素電極ＥＰは、インジウム・ティン・オキサイド（ＩＴＯ）やインジウム・ジンク・
オキサイド（ＩＺＯ）などの光透過性を有する導電材料によって形成されている。
【００２１】
　ｎ本のゲート線Ｙは、それぞれアクティブエリアＤＳＰの外側に引き出され、ゲートド
ライバＹＤに接続されている。ゲートドライバＹＤは、コントローラＣＮＴによる制御に
基づいてｎ本のゲート線Ｙに順次走査信号（駆動信号）を供給する。
【００２２】
　また、ｍ本のソース線Ｘは、それぞれアクティブエリアＤＳＰの外側に引き出され、ソ
ースドライバＸＤに接続されている。ソースドライバＸＤは、コントローラＣＮＴによる
制御に基づいてｍ本のソース線Ｘに映像信号（駆動信号）を供給する。
【００２３】
　一方、対向基板ＣＴは、アクティブエリアＤＳＰにおいて、対向電極ＥＴなどを備えて
いる。この対向電極ＥＴは、ＩＴＯやＩＺＯなどの光透過性を有する導電材料によって形
成されている。この対向電極ＥＴは、複数の画素ＰＸに共通である。つまり、対向電極Ｅ
Ｔは、各画素ＰＸの画素電極ＥＰと向かい合い、アクティブエリアＤＳＰの外側において
、コモン電位のコモン端子ＣＯＭに電気的に接続されている。
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【００２４】
　液晶表示パネルＬＰＮの構造について、以下により詳細に説明する。
【００２５】
　図２に示すように、液晶表示パネルＬＰＮのアレイ基板ＡＲは、ガラス板や石英板など
の光透過性を有する絶縁基板１０を用いて形成されている。このアレイ基板ＡＲは、絶縁
基板１０の第１面１０Ａつまり対向基板ＣＴと向かい合う側に、スイッチング素子Ｗ、画
素電極ＥＰなどを備えている。
【００２６】
　スイッチング素子Ｗは、トップゲート型のＴＦＴであり、絶縁基板１０の上に配置され
た半導体層１２を備えている。この半導体層１２は、例えば、ポリシリコンやアモルファ
スシリコンなどによって形成可能であり、ここではポリシリコンによって形成されている
。半導体層１２は、チャネル領域１２Ｃを挟んだ両側にそれぞれソース領域１２Ｓ及びド
レイン領域１２Ｄを有している。
【００２７】
　また、補助容量電極ＡＥは、絶縁基板１０の上に配置されている。この補助容量電極Ａ
Ｅは、半導体層１２と同一材料によって形成されている。ここでは、補助容量電極ＡＥは
、半導体層１２と一体的に形成され、ドレイン領域１２Ｄから延在している。なお、絶縁
基板１０と半導体層１２との間には、絶縁膜であるアンダーコート層が介在していても良
い。このようなアンダーコート層は、例えば、酸化シリコン及び窒化シリコンなどの無機
系材料によって形成される。
【００２８】
　これらの半導体層１２及び補助容量電極ＡＥは、第１絶縁膜であるゲート絶縁膜１４に
よって覆われている。また、ゲート絶縁膜１４は、絶縁基板１０の上にも配置されている
。このゲート絶縁膜１４は、例えば、酸化シリコン及び窒化シリコンなどの無機系材料に
よって形成されている。
【００２９】
　スイッチング素子Ｗのゲート電極ＷＧは、ゲート絶縁膜１４の上に配置され、半導体層
１２のチャネル領域１２Ｃの直上に位置している。このゲート電極ＷＧは、例えば、ゲー
ト絶縁膜１４の上に配置されたゲート線Ｙと一体的に形成されている。また、補助容量線
ＡＹも、ゲート絶縁膜１４の上に配置されている。この補助容量線ＡＹは、補助容量電極
ＡＥの直上に延在している。つまり、補助容量線ＡＹ及び補助容量電極ＡＥは、ゲート絶
縁膜１４を挟んで向かい合い、補助容量素子ＣＳを形成している。このようなゲート線Ｙ
、ゲート電極ＷＧ、及び、補助容量線ＡＹは、同一材料を用いて同一工程で形成可能であ
る。
【００３０】
　これらのゲート線Ｙ、ゲート電極ＷＧ、及び、補助容量線ＡＹは、第２絶縁膜である層
間絶縁膜１６によって覆われている。また、この層間絶縁膜１６は、ゲート絶縁膜１４の
上にも配置されている。この層間絶縁膜１６は、例えば、酸化シリコン及び窒化シリコン
などの無機系材料によって形成されている。
【００３１】
　スイッチング素子Ｗのソース電極ＷＳは、層間絶縁膜１６の上に配置されている。この
ソース電極ＷＳは、例えば、層間絶縁膜１６の上に配置されたソース線Ｘと一体的に形成
されている。また、ソース電極ＷＳは、ゲート絶縁膜１４及び層間絶縁膜１６を貫通する
コンタクトホールＣＨ１を通して半導体層１２のソース領域１２Ｓにコンタクトしている
。
【００３２】
　スイッチング素子Ｗのドレイン電極ＷＤは、層間絶縁膜１６の上に配置されている。こ
のドレイン電極ＷＤは、ゲート絶縁膜１４及び層間絶縁膜１６を貫通するコンタクトホー
ルＣＨ２を通して半導体層１２のドレイン領域１２Ｄにコンタクトしている。これらのソ
ース線Ｘ、ソース電極ＷＳ、及び、ドレイン電極ＷＤは、同一材料を用いて同一工程で形
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成可能である。
【００３３】
　ソース線Ｘ、ソース電極ＷＳ、及び、ドレイン電極ＷＤは、第３絶縁膜である絶縁膜１
８によって覆われている。また、この絶縁膜１８は、層間絶縁膜１６の上にも配置されて
いる。このような絶縁膜１８は、例えば、光透過性を有する樹脂層などの有機系材料によ
って形成されている。このような絶縁膜１８は、例えば、スピンコートなどの手法によっ
て塗布された後に硬化処理されることにより形成されている。このため、絶縁膜１８は、
下地の凹凸を吸収し、その表面つまり液晶層ＬＱに面する側が概ね平坦に形成されている
。
【００３４】
　画素電極ＥＰは、アクティブエリアＤＳＰにおいて各画素ＰＸに配置されている。すな
わち、この画素電極ＥＰは、絶縁膜１８の上に配置され、絶縁膜１８に形成されたコンタ
クトホールＣＨ３を介してドレイン電極ＷＤと電気的に接続されている。
【００３５】
　このような構成のアレイ基板ＡＲの対向基板ＣＴと向かい合う側の表面、つまり、液晶
層ＬＱに接する面は、第１配向膜２０によって覆われている。
【００３６】
　一方、液晶表示パネルＬＰＮの対向基板ＣＴは、ガラス板や石英板などの光透過性を有
する絶縁基板３０を用いて形成されている。この対向基板ＣＴは、絶縁基板３０の第１面
３０Ａつまりアレイ基板ＡＲと向かい合う側に、ブラックマトリクス３１、カラーフィル
タ層３４（Ｒ、Ｇ、Ｂ）、対向電極ＥＴなどを備えている。
【００３７】
　ブラックマトリクス３１は、アクティブエリアＤＳＰにおいて画素ＰＸの間に配置され
ている。このブラックマトリクス３１は、黒色に着色された樹脂材料やクロム（Ｃｒ）な
どの遮光性を有する金属材料などによって形成可能である。このようなブラックマトリク
ス３１は、絶縁基板３０の上に配置され、アレイ基板ＡＲに設けられたスイッチング素子
Ｗや、上述したゲート線Ｙ及びソース線Ｘなどの各種配線に対向している。
【００３８】
　カラーフィルタ層３４（Ｒ、Ｇ、Ｂ）は、アクティブエリアＤＳＰの各画素ＰＸに配置
されている。このようなカラーフィルタ層３４（Ｒ、Ｇ、Ｂ）は、絶縁基板３０の上に配
置され、その一部が遮光層３１に積層されている。
【００３９】
　これらのカラーフィルタ層３４（Ｒ、Ｇ、Ｂ）は、互いに異なる複数の色、例えば赤色
、青色、緑色といった３原色にそれぞれ着色された樹脂材料によって形成されている。す
なわち、カラーフィルタ層３４Ｒは、赤色に着色された樹脂材料によって形成され、赤色
を表示する画素ＰＸに配置されている。また、カラーフィルタ層３４Ｇは、緑色に着色さ
れた樹脂材料によって形成され、緑色を表示する画素ＰＸに配置されている。同様に、カ
ラーフィルタ層３４Ｂは、青色に着色された樹脂材料によって形成され、青色を表示する
画素ＰＸに配置されている。
【００４０】
　対向電極ＥＴは、アクティブエリアＤＳＰに配置され、カラーフィルタ層３４（Ｒ、Ｇ
、Ｂ）の上に延在した連続膜である。アクティブエリアＤＳＰにおいては、対向電極ＥＴ
は、各画素ＰＸの画素電極ＥＰと向かい合っている。
【００４１】
　なお、対向基板ＣＴには、カラーフィルタ層３４（Ｒ、Ｇ、Ｂ）の表面の凹凸の影響を
緩和するために、カラーフィルタ層３４（Ｒ、Ｇ、Ｂ）と対向電極ＥＴとの間に、透明な
樹脂材料からなるオーバーコート層を配置しても良い。
【００４２】
　このような対向基板ＣＴのアレイ基板ＡＲと向かい合う側の表面、つまり液晶層ＬＱに
接する面は、第２配向膜３６によって覆われている。第１配向膜２０及び第２配向膜３６
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は、例えばポリイミドによって形成されている。
【００４３】
　上述したようなアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとは、それぞれの第１配向膜２０及び第
２配向膜３６が対向するように配置されている。このとき、アレイ基板ＡＲの第１配向膜
２０と対向基板ＣＴの第２配向膜３６との間には、図示しないスペーサ（例えば、樹脂材
料によって一方の基板に一体的に形成された柱状スペーサ）が配置されている。これによ
り、アレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとの間に、所定のセルギャップが形成されている。
【００４４】
　液晶層ＬＱは、上述したセルギャップに封入されている。すなわち、液晶層ＬＱは、ア
レイ基板ＡＲの画素電極ＥＰと対向基板ＣＴの対向電極ＥＴとの間に保持された液晶分子
４０を含む液晶組成物によって構成されている。液晶層ＬＱと画素電極ＥＰとの間には、
第１配向膜２０が介在している。液晶層ＬＱと対向電極ＥＴとの間には、第２配向膜３６
が介在している。
【００４５】
　液晶表示パネルＬＰＮの一方の外面、つまり、アレイ基板ＡＲを構成する絶縁基板１０
の第１面１０Ａとは反対側の第２面１０Ｂには、第１偏光板ＰＬ１を有する第１光学素子
ＯＤ１が接着剤などにより貼付されている。また、液晶表示パネルＬＰＮの他方の外面、
つまり、対向基板ＣＴを構成する絶縁基板３０の第１面３０Ａとは反対側の第２面３０Ｂ
には、第２偏光板ＰＬ２を有する第２光学素子ＯＤ２が接着剤などにより貼付されている
。なお、第１光学素子ＯＤ１及び第２光学素子ＯＤ２は、必要に応じて位相差板を有して
いてもよい。
【００４６】
　また、図２に示すように、液晶表示パネルＬＰＮを照明するバックライトＢＬは、液晶
表示パネルＬＰＮのアレイ基板ＡＲと向かい合う側に配置されている。このようなバック
ライトＢＬとしては、種々の形態が適用可能であり、また、光源として発光ダイオードを
利用したものや冷陰極管を利用したものなどのいずれでも適用可能であり、詳細な構造に
ついては説明を省略する。
【００４７】
　図３は、同一ソース線の両端の画素構造の一例を概略的に示すアレイ基板の平面図であ
る。
【００４８】
　ソース線Ｘは、信号入力端である一端ＸＡと、この一端ＸＡとは反対側つまり配線の終
端側に他端ＸＢとを有している。ソース線Ｘの一端ＸＡは、図示しないソースドライバＸ
Ｄに接続される。なお、図３では、単一のソース線Ｘのみを図示しているが、アクティブ
エリアＤＳＰに配置されるｍ本のソース線Ｘ１～Ｘｍの全てが同一構造である。
【００４９】
　ソース線Ｘの一端ＸＡ側に位置する画素として、アクティブエリアＤＳＰの最も一端Ｘ
Ａに近い画素ＰＸ１が図示されている。また、ソース線Ｘの他端ＸＢ側に位置する画素と
して、アクティブエリアＤＳＰの最も他端ＸＢに近い（つまりソースドライバから最も離
れた）画素ＰＸｎが図示されている。
【００５０】
　画素ＰＸ１に配置されたスイッチング素子Ｗ１は、半導体層１２を備えている。この半
導体層１２は、そのチャネル領域１２Ｃにおいて、第１方向Ｈに延在したゲート線Ｙ１と
交差している。チャネル領域１２Ｃの直上に位置するゲート線Ｙ１の一部は、スイッチン
グ素子Ｗ１のゲート電極ＷＧに相当する。
【００５１】
　また、半導体層１２のソース領域１２Ｓは、コンタクトホールＣＨ１を通して、第２方
向Ｖに延在したソース線Ｘに接続されている。ソース領域１２Ｓの直上に位置するソース
線Ｘの一部は、スイッチング素子Ｗ１のソース電極ＷＳに相当する。半導体層１２のドレ
イン領域１２Ｄは、コンタクトホールＣＨ２を通して、スイッチング素子Ｗ１のドレイン
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電極ＷＤに接続されている。さらに、図中の破線で示す画素電極ＥＰは、コンタクトホー
ルＣＨ３を通して、ドレイン電極ＷＤに接続されている。
【００５２】
　半導体層１２と一体的に形成された補助容量電極ＡＥは、第１方向Ｈに延在した補助容
量線ＡＹ１と向かい合っている。
【００５３】
　ソース線Ｘは、ゲート線Ｙ１及び補助容量線ＡＹ１とクロスしている。このソース線Ｘ
は、ゲート線Ｙ１とクロスするクロス部Ｃ１を有している。このクロス部Ｃ１は、ソース
線Ｘのうちのゲート線Ｙ１の直上に位置する部分つまりクロス容量を形成する部分に相当
する。
【００５４】
　画素ＰＸｎについても、実質的に画素ＰＸ１と同一構成であり、同一参照符号を付して
詳細な説明を省略する。画素ＰＸｎに配置されたスイッチング素子Ｗｎは、画素ＰＸ１に
配置されたスイッチング素子Ｗ１と同一構成であり、半導体層１２は、そのチャネル領域
１２Ｃにおいて、第１方向Ｈに延在したゲート線Ｙｎと交差している。また、半導体層１
２のソース領域１２Ｓはソース線Ｘに接続され、半導体層１２のドレイン領域１２Ｄはド
レイン電極ＷＤに接続されている。
【００５５】
　半導体層１２と一体的に形成された補助容量電極ＡＥは、第１方向Ｈに延在した補助容
量線ＡＹｎと向かい合っている。
【００５６】
　ソース線Ｘは、ゲート線Ｙｎ及び補助容量線ＡＹｎとクロスしている。このソース線Ｘ
は、ゲート線Ｙｎとクロスするクロス部Ｃｎを有している。このクロス部Ｃｎは、ソース
線Ｘのうちのゲート線Ｙｎの直上に位置する部分つまりクロス容量を形成する部分に相当
する。
【００５７】
　本実施形態においては、ソース線Ｘにおいて、第２クロス部であるクロス部Ｃｎは、第
１クロス部であるクロス部Ｃ１より小さく形成されている。つまり、ソース線Ｘにおいて
、第２ゲート線であるゲート線Ｙｎの直上に位置する部分の面積は、第１ゲート線である
ゲート線Ｙ１の直上に位置する部分の面積より小さい。なお、図３では省略しているが、
画素ＰＸ１と画素ＰＸｎとの間に配置された画素ＰＸ２～ＰＸ（ｎ－１）においても、同
一ソース線Ｘのゲート線Ｙ２～Ｙ（ｎ－１）とクロスする各クロス部の大きさは、ソース
線Ｘの一端ＸＡほど大きく、またソース線Ｘの他端ＸＢほど小さくなるように形成されて
いる。あるいは、同一ソース線Ｘのゲート線Ｙ１～Ｙｎとクロスする各クロス部の大きさ
は、ソース線Ｘの一端ＸＡの側から他端ＸＢの側に向かって複数画素毎に順次小さくなる
ように形成されていても良い。
【００５８】
　上述した構成を実現するための具体的な構成例について説明する。
【００５９】
　ゲート線Ｙ１は、局所的に拡幅された形状であり、ソース線Ｘのクロス部Ｃ１と向かい
合う部分に拡幅部ＹＣ１を有している。このゲート線Ｙ１は、実質的に略一定の線幅ＹＷ
１を有するように形成されている。例えば、ゲート線Ｙ１において、ゲート電極ＷＧから
ソース線Ｘのクロス部Ｃ１と向かい合う拡幅部ＹＣ１までの間では、線幅ＹＷ１となるよ
うに形成されている。このようなゲート線Ｙ１において、拡幅部ＹＣ１の幅ＣＹ１は、線
幅ＹＷ１より大きい。なお、図示していないが、ゲート線Ｙ１は、ｍ本のソース線Ｘ１～
Ｘｍとクロスする部分にそれぞれ同様の拡幅部を有しており、ゲート線Ｙ１は少なくとも
ｍ個の拡幅部を有している。
【００６０】
　一方、ゲート線Ｙｎは、拡幅部を有していない。つまり、ゲート線Ｙｎは、全体的に略
一定の線幅ＹＷｎを有するように形成されている。なお、ゲート線Ｙ１の線幅ＹＷ１とゲ
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ート線Ｙｎの線幅ＹＷｎとは略同一である。このようなゲート線Ｙｎにおいて、ソース線
Ｘのクロス部Ｃｎと向かい合う部分の幅も、線幅ＹＷｎと同一である。
【００６１】
　ソース線Ｘは、局所的に拡幅された形状である。つまり、ソース線Ｘは、実質的に略一
定の線幅ＸＷ１を有するように形成されている。例えば、ソース線Ｘにおいて、補助容量
線ＡＹ１とクロスする部分からゲート線Ｙ１とクロスする部分までの間では、線幅ＸＷ１
となるように形成されている。このようなソース線Ｘにおいて、ゲート線Ｙ１の拡幅部Ｙ
Ｃ１と向かい合うクロス部Ｃ１の幅ＣＸ１は、線幅ＸＷ１より大きい。また、同一のソー
ス線Ｘにおいて、ゲート線Ｙｎとクロスするクロス部Ｃｎの幅は、線幅ＸＷ１と略同一で
ある。
【００６２】
　ゲート線Ｙ１における拡幅部ＹＣ１の面積と、ソース線Ｘにおけるクロス部Ｃ１の面積
は略同等である。ここでは、拡幅部ＹＣ１及びクロス部Ｃ１は、ともに、幅ＣＹ１及び幅
ＣＸ１を有する四角形状である。クロス部Ｃｎは、幅ＹＷｎ及び幅ＸＷ１を有する四角形
状であり、クロス部Ｃ１の面積より小さい。
【００６３】
　このような構成によれば、ソース線Ｘにおいて、入力端である一端ＸＡの側でゲート－
ソースのクロス容量が大きくなるため、信号の波形なまりが生じ、光リークの影響を軽減
できる。また、同一ソース線Ｘにおいて、一端ＸＡから他端ＸＢに向かうにしたがって、
クロス容量が徐々に低減するため、ソース線Ｘの他端ＸＢの側においては、画素充電に影
響を与えるほど大きな波形なまりが生じにくくなる。このように、同一ソース線Ｘに接続
された各画素に書き込まれる信号波形のなまりの差が小さくなる。したがって、各画素の
スイッチング素子Ｗにおけるリーク量を低減し、縦クロストークなどの光リークに起因し
た表示品位の劣化を抑制することが可能となる。
【００６４】
　図３に示した構成例では、ゲート線Ｙ１及びソース線Ｘの双方が局所的に拡幅された形
状である場合について説明したが、ゲート線Ｙ１及びソース線Ｘの少なくとも一方が他方
とクロスする部分で局所的に拡幅されていれば、同様の効果が得られる。
【００６５】
　例えば、ゲート線Ｙ１が全体的に略一定の線幅ＹＷ１を有するように形成されている場
合、ソース線Ｘのクロス部Ｃ１の幅ＣＸ１を拡大することによってゲート線Ｙ１とクロス
する面積が増大し、クロス容量を増大することができる。
【００６６】
　また、ソース線Ｘが全体的にほぼ一定の線幅ＸＷ１を有するように形成されている場合
、ゲート線Ｙ１にクロス部Ｃ１と向かい合う拡幅部ＹＣ１を設け、拡幅部ＹＣ１の幅ＣＹ
１を拡大することによってソース線Ｘとクロスする面積が拡大し、クロス容量を増大する
ことができる。
【００６７】
　図４は、同一ソース線の両端の画素構造の他の例を概略的に示すアレイ基板の平面図で
ある。図３に示した例では、ソース線Ｘの入力端側から他端側に向かうにしたがってゲー
ト－ソースのクロス容量を低減する構成例について説明したが、図４に示した例では、ソ
ース線Ｘの入力端側から他端側に向かうにしたがって画素の蓄積容量を低減する点で図３
に示した例と相違する。なお、図３に示した例と同一構成については、同一の参照符号を
付して詳細な説明を省略する。
【００６８】
　ソース線Ｘの一端ＸＡの側の画素ＰＸ１に配置されたスイッチング素子Ｗ１は、ソース
線Ｘの他端ＸＢの側の画素ＰＸｎに配置されたスイッチング素子Ｗｎと同一構成である。
【００６９】
　スイッチング素子Ｗ１の半導体層１２と一体的に形成された補助容量電極ＡＥ１は、第
１方向Ｈに延在した補助容量線ＡＹ１と向かい合い、画素ＰＸ１における蓄積容量を形成
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している。
【００７０】
　スイッチング素子Ｗｎの半導体層１２と一体的に形成された補助容量電極ＡＥｎは、第
１方向Ｈに延在した補助容量線ＡＹｎと向かい合い、画素ＰＸｎにおける蓄積容量を形成
している。
【００７１】
　本実施形態においては、第１補助容量線である補助容量線ＡＹ１及び第２補助容量線で
ある補助容量線ＡＹｎは、同一形状であり、また、同一の線幅を有するように形成されて
いる。一方で、第２補助容量電極である補助容量電極ＡＥｎは、第１補助容量電極である
補助容量電極ＡＥ１より小さく形成されている。各画素ＰＸの蓄積容量は、補助容量電極
と補助容量線とが向かい合う面積によって決まる。このため、画素ＰＸｎにおいて、補助
容量線ＡＹｎと補助容量電極ＡＥｎとによって形成される蓄積容量は、画素ＰＸ１におい
て、補助容量線ＡＹ１と補助容量電極ＡＥ１とによって形成される蓄積容量よりも小さい
。
【００７２】
　なお、図４では省略しているが、画素ＰＸ１と画素ＰＸｎとの間に配置された画素ＰＸ
２～ＰＸ（ｎ－１）においても、補助容量線ＡＹ２～ＡＹ（ｎ－１）は同一形状である一
方で、それぞれに向かい合うように配置された補助容量電極ＡＥ２～ＡＥ（ｎ－１）の大
きさは、画素ＰＸ１ほど大きく、また画素ＰＸｎほど小さくなるように形成されている。
あるいは、補助容量電極ＡＥ１～ＡＥｎの大きさは、画素ＰＸ１の側から画素ＰＸｎの側
に向かって複数画素毎に順次小さくなるように形成されていても良い。
【００７３】
　このような構成によれば、ソース線Ｘにおいて、入力端である一端ＸＡの側の画素ＰＸ
１で蓄積容量が大きくなるため、信号の波形なまりが生じ、光リークの影響を軽減できる
。また、一端ＸＡの側の画素ＰＸ１から他端ＸＢの側の画素ＰＸｎに向かうにしたがって
、蓄積容量が徐々に低減するため、ソース線Ｘの他端ＸＢの側の画素ＰＸｎにおいては、
画素充電に影響を与えるほど大きな波形なまりが生じにくくなる。このように、各画素に
書き込まれる信号波形のなまりの差が小さくなる。したがって、各画素のスイッチング素
子Ｗにおけるリーク量を低減し、縦クロストークなどの光リークに起因した表示品位の劣
化を抑制することが可能となる。
【００７４】
　本実施形態においては、上記各構成例を組み合わせて実施しても良い。また、上記各構
成例に加えて、ソース線Ｘの一端ＸＡの側よりも他端ＸＢの側の輝度が高いバックライト
ＢＬを組み合わせても良い。
【００７５】
　例えば、図５に示すように、バックライトＢＬは、ソース線Ｘの他端ＸＢの側に光源Ｌ
Ｓを備えている。なお、図５では、説明に必要な主要構成のみを図示している。光源ＬＳ
から出射された光は、導光板ＬＧに入射して、ソース線Ｘの一端ＸＡの側に向かって伝播
しつつ、液晶表示パネルＬＰＮに向かって出射される。このようなバックライトＢＬのた
め、光源ＬＳに近接した側、つまり、ソース線Ｘの他端ＸＢの側の輝度は、ソース線Ｘの
一端ＸＡの側より高い。また、これに加えて、導光板ＬＧと液晶表示パネルＬＰＮとの間
に、光源ＬＳから離間した側、つまり、ソース線Ｘの一端ＸＡの側の輝度が低下するよう
なパターンを有する拡散シートを配置しても良い。さらに、導光板ＬＧと液晶表示パネル
ＬＰＮとの間に、ソース線Ｘの一端ＸＡの側にソース線Ｘの他端ＸＢの側よりも粗のプリ
ズムを有するプリズムシートを配置しても良い。
【００７６】
　このようなバックライトＢＬを組み合わせた場合には、ソース線Ｘの一端ＸＡの側に接
続されたスイッチング素子の半導体層に向けて照射される光量が低減され、光リークを軽
減することができる。
【００７７】
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　以上説明したように、この実施の形態によれば、光リークに起因した表示品位の劣化を
抑制することが可能な液晶表示装置を提供することができる。
【００７８】
　なお、この発明は、上記実施形態そのものに限定されるものではなく、その実施の段階
ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態
に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例え
ば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異な
る実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【符号の説明】
【００７９】
　ＬＰＮ…液晶表示パネル　ＢＬ…バックライト
　ＡＲ…アレイ基板　ＣＴ…対向基板　ＬＱ…液晶層　ＳＥ…シール材
　ＤＳＰ…アクティブエリア　ＰＸ…画素
　ＥＰ…画素電極　Ｗ…スイッチング素子　ＥＴ…対向電極

【図１】 【図２】
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